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@ Leiterrahmen und Gehause fur ein strahlungsemittierendes Bauelement, strahlungsemittierendes Bauelement 
sowie Verfahren zu dessen Herstellung 

© Die Erfindung beschreibt einen Leiterrahmen (2) und 
ein Gehause sowie ein damit gebildetes strahlungsemit- 
tierendes Bauelement und ein Verfahren zu dessen Her- 
stellung. 

Der Leiterrahmen weist dabei ein Tragerteil mit minde- 
stenseinem Bonddrahtanschluftbereich (10) und minde- 
stens einem elektrischen Lotanschlufcstreifen (3a, b) auf, 
in das ein separat gefertigtes thermisches Anschluftteil 
(4) eingeknupft ist, das einen Chipmontagebereich (11) 
aufweist. Zur Bildung eines Gehauses ist der Leiterrah- 
men (2) vorzugsweise mit einer Formmasse umhullt, wo- 
bei das thermische AnschlufSteii so eingebettet wird, daft 
es von aufcen thermisch anschliefcbar ist. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrirYt einen Leiterrahmen nach 
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, ein Gehause nach 
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 14, ein strahlungs- 
emittierendes Bauelement nach dem Oberbegriff des Patent- 
anspruchs 23 sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung 
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 33. 
[0002] Leiterrahmen fur strahlungsemittierende Halblei- 
terbauelemente sind beispielsweise aus DE 196 36 454 be- 
kannt. Die hierin beschriebenen Halbleiterbauelemente wei- 
sen einen Gehausegrundkorper mit darin eingebettetem Lei- 
terrahmen sowie einen strahlungsemittierenden Halbleiter- 
korper auf, der auf den Leiterrahmen montiert ist. Der Lei- 
terrahmen und der Gehausegrundkorper sind zugleich als 
Reflektor fur die erzeugte Strahlung ausgebildet. 
[0003] Weiterhin sind aus dem Gehausegrundkorper ra- 
gende Teilbereiche des Leiterrahmens als externe elektri- 
sche AnschluBstreifen gebildet und ist das Gehause so ge- 
formt, daB das Bauelement zur Oberflachenmontage geeig- 
net ist. Um eine gute Ableitung der entstehenden Verlust- 
warme, insbesondere bei Halbleiterbauelementen mit hoher 
Leistung, zu erreichen, kann ein Teil des Reflektors als ther- 
mischer AnschluB aus dem Gehausegrundkorper herausge- 
fiihrt sein. 

[0004] Bei Bauelementen mit hohen optischen Leistungen 
und entsprechend groBen Verlustleistungen ist eine noch ef- 
fizientere Art der Warmeableitung wunschenswert bezie- 
hungsweise erforderlich. 

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, bei 
strahlungsemittierenden Bauelementen eine verbesserte 
Warmeableitung zu schaffen, die insbesondere die Erzeu- 
gung hoher optischer Leistungen im Bauelement zulaBt. 
Weiterhin ist es Aufgabe der Erfindung, ein Herstellungs- 
verfahren hierfur anzugeben. 

[0006] Diese Aufgabe wird durch einen Leiterrahmen ge- 
maB Patentanspruch 1, ein Gehause gemaB Paten tanspruch 
14, ein strahlungsemittierendes Bauelement gemaB Patent- 
anspruch 23 beziehungsweise ein Verfahren gemaB Patent- 
anspruch 33 gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin- 
dung sind Gegenstand der abhangigen Ansprtiche. 
[0007] ErfindungsgemaB ist vorgesehen, einen Leiterrah- 
men fur ein strahlungsemittierendes Bauelement, bevorzugt 
eine Lichtemissionsdiode, mit mindestens einem Chipmon- 
tagebereich, mindestens einem DrahtanschluBbereich und 
mindestens einem externen elektrischen AnschluBstreifen, 
beispielsweise zum Montieren und elektrischen Anschiie- 
Ben des Bauelements auf einer Leiterplatte, auszubilden, 
wobei ein Tragerteil vorgesehen ist, das den DrahtanschluB- 
bereich und den elektrischen AnschluBstreifen aufweist und 
in das ein getrennt vom ubrigen Leiterrahmen separat gefer- 
tigtes thermisches AnschluBteil eingeknupft ist, auf dem der 
Chipmontagebereich angeordnet ist. Bei einem Bauelement 
mit einem derartigen Leiterrahmen wird die im Betrieb ent- 
stehende Verlustwarme vor allem iiber das thermische An- 
schluBteil abgefuhrt. Vorzugsweise ist das thermische An- 
schluBteil mit dem Tragerteil elektrisch leitend verbunden 
und dient gleichzeitig als elektrischer AnschluB fur den 
Chip. 

[0008] Das separat von dem ubrigen Leiterrahmen gefer- 
tigte thermische AnschluBteil weist dabei den Vorteil auf, 
daB es wesentlich besser hinsichtlich Aufnahme und Ablei- 
tung groBerer Verlustwarmemengen optimiert werden kann 
als ein einstuckiger Leiterrahmen. So kann bei einem sol- 
chen thennischen AnschluBteil die Dicke, die Wanneleitfa- 
higkeit, der thermische Ausdehnungskoeffizient und die 
thermische AnschluBflache weitestgehend unabhangig von 
den Anforderungen an den ubrigen Leiterrahmen optimiert 
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werden. Insbesondere kann bei dem thermischen AnschluB- 
teil vorteilhafterweise eine hohe Warrnekapazitat erreicht 
werden, so daB das thermische AnschluBteil eine effiziente 
Warmesenke bildet. Eine groBe thermische AnschluBflache 
5 verringert den Warmeubergangswiderstand und verbessert 
so die Warmeleitung und die Warmeabgabe an die Umge- 
bung. 

[0009] Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin- 
dung weist das Tragerteil eine Einlegeoffnung, beispiels- 

10 weise in Form einer Klammer oder Ose, auf, in die das ther- 
mische AnschluBteil eingeknupft ist. Hierunter ist zu verste- 
hen, daB das thermische AnschluBteil in die Einlegeoffnung 
des Leiterrahmens eingesetzt und umfangsseitig mit dem 
Leiterrahmen verbunden ist. 

15 [0010] Dazu kann das thermische AnschluBteil in das Tra- 
gerteil beispielsweise geklammert und/oder mit diesem ver- 
quetscht oder vernietet sein, wobei eine Quetschverbindung 
durch hohe rrtechanische Festigkeit und gute elektrische 
Leitfahigkeit ausgezeichnet ist. Auch eine Lot- oder 

20 SchweiBverbindung zwischen dem thermische AnschluBteil 
und dem Tragerteil ist hierfur geeignet. 
[0011] Mit Vorteil wird so ein mechanisch stabiles Geriist 
fur das Halbleiterbauelement gebildet, das mit vergleichs- 
weise geringem technischem Aufwand herstellbar ist. 

25 [0012] Bevorzugt weist das thermische AnschluBteil eine 
Reflektorwanne auf. Bei einem damit gebildeten Bauele- 
ment verbessert das thermische AnschluBteil die Strahlungs- 
ausbeute und die Strahlbiindelung des Bauelements. Bei 
dieser Weiterbildung der Erfindung wird vorzugsweise ein 

30 metallisches thermisches AnschluBteil verwendet, da sich 
Metallflachen aufgrund geringer Absorptionsverluste und 
einer stark gerichteten, gegebenenfalls spiegelnden Refle- 
xion sehr gut als Reflektorflachen eignen. 
[0013] Zur Erhohung der mechanischen Stabilitat, insbe- 

35 sondere bei einem im folgenden noch genauer erlauterten 
Gehause bzw. Bauelement, ist es vorteilhaft, die Hohe der 
Reflektorwanne des thermische AnschluBteils so zu bemes- 
sen, daB sie die doppelte Hohe des zur Anordnung auf dem 
Chipmontagebereich vorgesehenen Chips nicht ubersteigt. 

40 [0014] Als Material fur das thermische AnschluBteil eig- 
nen sich aufgrund der hohen Warmeleitfahigkeit Metalle, 
insbesondere Kupfer oder Aluminium oder hieraus gebil- 
dete Legierungen. Weiterhin bevorzugte Materialen sind 
Moiybdan, Eisen, Nickel und Wolfram sowie NiFe- und 

45 CuWo-Legierungen, deren thermischer Ausdehnungskoef- 
fient gut an den thermischen Ausdehnungskoeffienten von 
Halbleitermaterialien wie beispielsweise GaAs, GaN und 
darauf basierenden Systemen, angepaBt ist. Weiter eignen 
sich als Material fiir das thermische AnschluBteil Kerarni- 
50 ken und Halbleiter wie beispielsweise Silizium. Das thermi- 
sche AnschluBteil kann auch mehrlagig, beispielsweise als 
Metall-Ke rami k-Verbundsy stem gebildet sein. 
[0015] Bevorzugt ist die Chipmontageflache des thermi- 
schen AnschluBteils mit einer Vergutung versehen, die die 
55 Oberfiacheneigenschaften hinsichtlich der Aufbringung ei- 
nes Chips (Bondeigenschaften) verbessert. Diese Vergutung 
kann beispielsweise eine Silber- oder Goldbeschichtung 
umfassen. 

[0016] Weitergehend ist es vorteilhaft, auch den Lotan- 
60 schluBsteifen bzw. den BonddrahtanschluBbereich mit einer 
die Lot- bzw. Bondeigenschaften verbessernden Oberfla- 
chenvergutung, beispielsweise einer Au-, Ag- Sn- oder Zn- 
Beschichtung, zu versehen. 

[0017] Das Tragerteil enthait vorzugsweise Kupfer oder 
65 Weicheisen und kann beispielsweise aus entsprechenden 
Folien gestanzt werden. Mit Vorteil dient das Tragerteil bei 
der Erfindung nicht der Warmeableitung und kann daher fur 
die Funk lion der Srromversorgung sowie hinsichtlich seiner 
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Biegeeigenschaften und Haftung einer im folgenden noch 
genauer beschriebenen Formmasse optiraiert werden. 
[0018] Dies umfaBt beispielsweise, daB das Tragerteil in 
seiner Dicke so ausgefiihrt ist, daB es aus einem Tragerband 
von der Rolie gefertigt, leicht gestanzt und in Form gebogen 
werden kann. Derartige Verarbeitungseigenschaften erlau- 
ben mit Vorteil eine automatisierte Fertigung und erne dichte 
Anordnung (geringer Pitch) der Einzelkomponenten auf 
dem Tragerband. 

[0019] Die hierfur erforderliche geringe Dicke des Trager- 
teils erschwert in der Regel eine ausreichende Kiihlung des 
Chips. Insbesondere ist aus Griinden der mechanischen Sta- 
bility der Querschnitt eines thermischen AnschLusses be- 
grenzt. Dieser Nachteil wird bei der Erfindung durch das 
eingeknupfte thermische AnschluBteil behoben. 
[0020] Bevorzugt ist bei der Erfindung zur Ausbiidung ei- 
nes Gehauses fur ein strahlungsernittierendes Bauelement 
der Leiterrahrnen von einem Gehausegrundkorper um- 
schlossen. Vorzugsweise ist dazu der Leiterrahrnen in eine 
den Gehausegrundkorper bildende Formmasse, beispiels- 
weise eine SpritzguB- oder SpritzpreB masse eingebettet. 
Dies erlaubt eine kostengtinstige Herstellung des Gehauses 
im SpritzguB- oder SpritzpressguBverfahren. Die Form- 
masse besteht beispielsweise aus einem Kunststoffmaterial 
auf der Basis von Epoxidharz oder Acrylharz, kann aber 
auch aus jedem anderen fur den voriiegenden Zweck geeig- 
neten Material bestehen. Zur Warmeableitung ist es vorteil- 
haft, das thermische AnschluBteil so einzubetten, daB es teil- 
weise aus dem Gehausegrundkorper ragt oder einen Teil von 
dessen Oberfl ache bildet und somit von auBen thermisch an- 
schlieBbar ist. 

[0021] Vorzugsweise ist in dem Gehausegrundkorper eine 
Ausnehmung in Form eines Strahlungstrittsfensters gebildet 
und das thermische AnschluBteil derart in den Gehause- 
grundkorper eingebettet, daB der Chipmontagebereich in- 
nerhalb des Strahlungsaustrittsfensters angeordnet ist. Bei- 
spielsweise kann der Chipmontagebereich eine Begren- 
zungsflache des Strahlungsaustrittsfensters bilden. 
[0022] Diese Gehause form eignet sich insbesondere fur 
oberflachenmontierbareBauelernente, wobei die dem Strah- 
lungsaustrittsfenster gegenuberliegenden Seite oder eine 
Seitenflache des Gehausegrundkorpers eine Auflageflache 
des Bauelements bildet. Bevorzugt erstreckt sich das einge- 
bettete thermische AnschluBteil bis zu dieser Auflageflache, 
so daB iiber die Auflageflache zugleich die Verlustwarme, 
beispielsweise an einen Kuhlkorper oder ein PCB (printed 
circuit board, Leiterplatte) abgefiihrt wird. Dabei ist es vor- 
teilhaft, das thermische AnschluBteil so auszuflihren, daB 
ein Teil seiner Oberflache zugleich die Auflageflache oder 
eine Teilflache hiervon bildet. 

[0023] Zur Steigerung der Strahlungsausbeute kann das 
Strahlungsaustrittsfenster in dem Gehausegrundkorper ko- 
nisch geformt sein, so daB dessen Seitenwande einen Re- 
flektor bilden. Durch diesen Reflektor konnen von einer auf 
dem Chipmontagebereich befindlichen Strahlungsquelle zur 
Seite emittierte Strahlungsanteile zur Hauptabstrahlungs- 
richtung hin umgelenkt werden. Damit wird eine Erhohung 
der Strahlungsausbeute und eine verbesserte Bundelung der 
Strahlung erreicht. 

[0024] Vorteilhaft ist bei dem Reflektor eine Formgebung, 
bei der das thermische AnschluBteil einen ersten Teilbereich 
des Reflektors bildet, an den sich ein zweiter, von den Sei- 
tenwanden des Strahlungsaustrittsfensters geformterRefiek- 
torteilbereich anschiieBt. Bevorzugt ist die Gesamthohe des 
Reflektors geringer als die vierfache Hohe eines zur Befesti- 
gung auf dem Chipmontagebereich vorgesehenen Chips. 
Dies gewahrleistet eine hohe ; mechanise he Stabiiitat und li- 
niitiert die aufgrund von Tcmperaturanderungen auftret-en- 



889 A 1 

4 

den Spannungen, wie sie beispielsweise bei Lotprozessen 
entstehen, auf ein tolerables MaB, 

[0025] Bei der Erfindung ist weiter vorgesehen, mit einem 
erfindungsgemaBen Leiterrahrnen oder Gehause ein strab- 
5 lungsemittierendes Bauelement mit verbesserter Warmeab- 
leitung zu bilden. Ein solches Bauelement weist einen strah- 
lungsemittierenden Chip, vorzugsweise einen Halbleiter- 
chip, auf, der auf dem Chipmontagebereich des thermischen 
AnschluBteils angeordnet ist. 
10 [0026] Bevorzugt ist der Chip zumindest teilweise von ei- 
ner VerguBmasse umhullt. Besonders bevorzugt ist diese 
Ausfuhrungsform fur Gehause mit einem in einem Strah- 
lungsaustrittsfenster angeordneten Chip, wobei das Strah- 
lungsaustrittsfenster ganz oder teilweise mit der Vergusse- 
15 masse gefullt ist. Als VerguB eignen sich insbesondere Re- 
aktionsharze wie beispielsweise Epoxidharze, Acrylharze 
oder Siliconharze oder Mischungen hiervon. Weitergehend 
konnen dem VerguB Leuchtstoffe zugesetzt sein, die die von 
dem Chip erzeugte Strahlung in einen anderen Wellenlan- 
20 genbereich konvertieren. Diese Ausfuhrungsform eignet 
sich insbesondere fur mischfarbiges oder weiBes Licht ab- 
strahlende Bauelement. 

[0027] Urn thermische Verspannungen zwischen Ge- 
hause, Chip und VerguB gering zu halten und insbesondere 
25 eine Delamination der VerguBabdeckung zu vermeiden, ist 
es vorteilhaft, das VerguBvolumen V so zu wahlen, daB be- 
ziiglich der Hohe H des Chips die Relation 

V < qH 

30 

erfullt ist. Dabei bezeichnet ^ einen Skalierungsfaktor, des- 
sen Wert kleiner als 10 mm" ist und vorzugsweise 7 mm 2 
betragt. 

[0028] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin- 

35 dung ist der Leiterrahrnen in ein erstes und ein zweites elek- 
trisches AnschluBteil gegliedert, wobei das thermische An- 
schluBteil in das erste elektrische AnschluBteil eingeknupft 
und der BonddrahtanschluBbereich auf dem zweiten elektri- 
schen AnschluBteil ausgebildet ist. Zur elektrischen Versor- 

40 gung ist von einer Kontaktflache des Chips eine Drahtver- 
bindung zu dem BonddrahtanschluBbereich gefuhrt. 
[0029] Ein Verfahren zur Herstellung eines erfindungsge- 
maBen Bauelements beginnt mit der Bereitstellung eines 
Tragerteiles, das beispielsweise zuvor aus einem Band oder 

45 einer Folie gestanzt wurde. 

[0030] Im nachsten Schritt wird ein separat gefertigtes 
thermisches AnschluBteil in eine dafur vorgesehene Off- 
nung des Tragerteils eingeknupft. Nachfolgend wird der 
Chip auf das thermische AnschluBteil montiert, beispiels- 

50 weise durch Aufkleben mittels eines elektrisch leitfahigen 
Haftmittels oder durch Aufloten. AbschlieBend wird der so 
gebildete Leiterrahrnen mit einer geeigneten Gehauseform- 
masse zur Ausbiidung des Gehauses umhullt, beispielsweise 
in einem SpritzguB- oder SpritzpreB verfahren, 

55 [0031] Die Montage des Chips auf den Leiterrahrnen vor 
dem Umspritzen hat den Vorteil, daB hierfur auch Hochtem- 
peraturverfahren, beispielsweise Lotverfahren, angewendet 
werden konnen. Angespritzte Gehauseteile konnten bei der- 
artigen Temperaturen beschadigt werden. Falls dies nicht re- 

60 levant ist, konnen die Verfahrensschritte selbstverstandlich 
auch in anderer Reihenfolge durchgefuhrt werden. 
[0032] Bei einer Montage des Chips auf den Leiterrahrnen 
vor dem Umspritzen kann der Chip insbesondere bei Tem- 
peraturen iiber 260°C mittels eines Hartlbtverfahrens aufge- 
65 bracht werden. Damit wird ein besonders niedriger Warme- 
widerstand zwischen Chip und Leiterrahrnen erreicht. Zu- 
dem wird eine sehr temperaturbestandige Verbindung zwi- 
schen Chip und thennischem AnschluBteil geschaflen und 
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insbesondere beim Einlbten des Bauelements bei typischen 
Temperaturen bis etwa 260°C die Gefahr einer Ablosung 
des Chips verringert. 

[0033] Weitere Merkmale, Vorztige und ZweckmaBigkei- 
ten der Erfindung werden nachfolgend anhand von funf 
Ausfuhrungsbeispieien in Verbindung init den Fig. 1 bis 5 
erlautert. 

[0034] Es zeigen 

[0035] Fig. la und lb eine schematische Aufsicht bzw. 
Schnittansicht eines Ausfuhrungsbeispiels eines erfindungs- 
gemaBen Leiterrahmens, 

[0036] Fig. 2 eine schematische, perspektivische Schnitt- 
ansicht eines ersten Ausfuhrungsbeispiels eines erfindungs- 
gemaBen Gehauses, 

[0037] Fig. 3 eine schematische, perspektivische Ansicht 
eines zweiten Ausfuhrungsbeispiels eines erfindungsgema- 
Ben. Gehauses, 

[0038] Fig. 4 eine schematische, perspektivische Ansicht 
eines ersten Ausfuhrungsbeispiels eines erfindungsgemaBen 
Bauelements und 

[0039] Fig. 5 einen schematischen Querschnitt eines 
zweiten Ausfuhrungsbeispiels eines erfindungsgemaBen 
Bauelements. 

[0040] Der in Fig. la und lb dargestellte Leiterrahmen 2 
umfaBt ein in zwei elektrische AnschluBteile 12a, b geglie- 
dertes Tragerteil sowie ein thermisches AnschluBteil 4. Die 
beiden elektrischen AnschluBteile 12a, b enden jeweils in ei- 
nem LotanschluBstreifen 3a, b. 

[0041] Das eine elektrische AnschluBteil 12a weist eine 
Offnung in Form einer Ose auf. In die Osenoffnung ist das 
thermische AnschluBteil 4 eingekniipft. Dazu kann bei- 
spielsweise das thermische AnschluBteil 4 paBgenau in die 
Osenoffnung des elektrischen AnschluBteils 12a eingelegt 
und nachfolgend nach Art einer Niete mit dem elektrischen 
AnschluBteil 12a verquetscht werden. Alternative umfangs- 
seitige Verbindungen zwischen dem thermischen 4 und dem 
elektrischen AnschluBteil 12a, beispielsweise durch Vernie- 
ten, Verloten oder VerschweiBen, sind ebenfalls moglich, 
[0042] Das thermische AnschluBteil 4 ist im wesentlichen 
rotalionssymmetisch und weist Vorsprunge 19 auf, die eine 
stabile Verankerung des Leiterrahmens 2 in einem Gehause 
ermbglichen. Weiterhin ist in dem thermischen AnschluBteil 
4 eine zentrische Einsenkung in Form einer Reflektorwanne 
16 gcbildet, auf deren Bodenflache ein Chipmontagebereich 
11 zur Aufnahme eines strahlungsemittierenden Chips vor- 
gesehen ist. Die Seitenflachen der Einsenkung dienen als 
Reflektorflachen. 

[0043] Der Osenring des elektrischen AnschluBteils 12a 
weist eine Aussparung 13 auf, mit der ein zungenformig ge- 
stalteter BonddrahtanschluBbereich 10 des zweiten elektri- 
schen AnschluBteils 12b uberlappt. Dieser Bonddrahtan- 
schluBbereich 10 ist hohenversetzt zu dem abstrahlungssei- 
tigen Rand der Reflektorwanne angeordnet. Dies ermoglicht 
bei der Chipmontage kurze Drahtverbindungen zwischen 
Chip und BonddrahtanschluBbereich 10, ohne daB hierfiir 
eine Aussparung am Rand der Reflektorwanne in dem ther- 
mischen AnschluBteil erforderlich ist. 
[0044] In Fig. 2 ist perspektivisch ein Langsschnitt durch 
ein Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsgemaBen Gehau- 
ses dargestellt. Das Gehause weist einen Grundkorper 1 aus 
KunststofY-Formmasse auf, der beispielsweise mittels eines 
SpritzguB- oder SpritzpreBverfahrens hergestelit sein kann. 
Die Forrnmasse besteht beispielsweise aus einem Kunst- 
stoffmaterial auf der Basis von Epoxidharz oder Acrylharz, 
kann aber auch aus jedem anderen fiir den voriiegenden 
Zweck geeigneten Material bestehen. 

[0045] In den Grundkorper 1 ist ein im wesentlichen Fig. 
1 entsprechender Leiterrahmen 2 mit zwei elektrischen An- 



schluBteilen 12a, b und einem darin eingekniipften thermi- 
schen AnschluBteil 4 sowie LotanschluBstreifen eingebettet, 
wobei letztere aus dem Gehausegrundkbrper herausragen. 
Auf der Seite des ChipanschluBbereichs 11 ist das thermi- 
5 sche AnschluBteil 4 weitgehend plan ohne Reflektorwanne 
ausgebildet. 

[0046] Das thermische AnschluBteil 4 ist dabei so inner- 
halb des Gehausegrundkbrpers 1 angeordnet, daB die Bo- 
denflache 6 des thermischen AnschluBteils 4 einen Teil der 
10 Grundkorperauflageflache 7 bildet. Zur mechanisch stabilen 
Verankerung in dem Gehausegrundkbrper ist das thermische 
AnschluBteil mit umfangsseitig angeordneten Vorspriingen 
19 versehen. 

[0047] Der Auflageflache 7 gegenuberliegend ist als 

15 Strahlungsaustrittsfenster eine Ausnehmung 8 in dem Ge- 
hausegrundkbrper geformt, die zu dem Chipmontagebereich 
U auf dem thermischen AnschluBteil 4 fiihrt, so daB ein dar- 
auf zu befestigender strahlungsemittierender Chip sich in- 
nerhalb des Strahlungsaustrittsfensters 8 befindet. Die Sei- 

20 tenflachen 9 des Strahlungsaustrittsfensters 8 sind ange- 
schragt und dienen als Reflektor fur die von einem solchen 
Chip im Betrieb erzeugte Strahlung. 
[0048] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht auf die 
Auflageflache eines weiteren Ausfuhrungsbeispiels eines er- 

25 findungsgemaBen Gehauses. Wie bei dem zuvor beschriebe- 
nen Ausfuhrungsbeispiel ist die Bodenflache 6 des thermi- 
schen AnschluBteils 4 aus dem Gehausegrundkbrper 1 her- 
ausgefuhrt. Dabei ragt die Bodenflache 6 des thermischen 
AnschluBteils 4 etwas aus dem Grundkbrpers 1 hervor, so 

30 daB im eingebauten Zustand eine sichere Auflage und eine 
guter Warmeubergang zwischen dem thermischen An- 
schluBteil 4 und einem entsprechenden Trager wie beispiels- 
weise einer Leiterplatte oder einem Kuhlkbrper gewahrlei- 
stet ist. 

35 [0049] Irn Unterschied zu dem zuvor beschriebenen Aus- 
fuhrungsbeispiel weist der Gehausegrundkbrper 1 eine seit- 
liche, von dem thermischen AnschluBteil 4 zu einer Seiten- 
fiache des Gehausegrundkbrpers 1 verlaufende Nut 20 auf. 
Ist das Gehause auf einen Trager montiert, so erlaubt diese 

40 Nut 20 auch im eingebauten Zustand eine Kontrolle der Ver- 
bindung zwischen dem Gehause und dem Trager. Insbeson- 
dere kann damit eine Lot verbindung zwischen dem Trager 
und dem thermischem AnschluBteil uberpriift werden. 
[0050] In Fig. 4 ist eine schematische, perspektivische 

45 Ansicht eines Ausfuhrungsbeispiels eines erfindungsgema- 
Ben strahlungsemittierenden Bauelements gezeigt. 
[0051] Wie bei dem zuvor beschriebenen Ausfuhrungs- 
beispiel ist ein Leiterrahmen 2 mit einem eingekniipften 
thermische AnschluBteil 4 weitgehend in den Gehause- 

50 grundkorper 1 eingebettet, so daB lediglich die LotanschluB- 
streifen 3a, b seitlich aus dem Gehausegrundkbrper 1 her- 
ausragen. Das thermische AnschluBteil 4 bildet in nicht dar- 
gestellter Weise einen Teil der Auflageflache 7 des Gehause- 
grundkbrpers bildet und ist so von auBen thermisch an- 

55 schlieBbar. 

[0052] Auf dem Chipmontagebereich 11 des thermischen 
AnschluBteils 4 ist ein strahlungsemittierender Chip 5 wie 
zum Beispiel eine Lichtemissionsdiode befestigt. Vorzugs- 
weise ist dies ein Halbleiterchip, beispielsweise ein LED- 

60 Chip oder ein Laserchip, der mittels eines Hartlots auf das 
thermische AnschluBteil 4 aufgelbtet ist. Alternativ kann der 
Chip mit einem Haftmittel, das eine ausreichende Warme- 
leitfahigkeit aufweistund vorzugsweise auch elektrisch leit- 
fahig ist, auf dem Chipmontagebereich 11 aufgeklebt sein. 

65 [0053] Fiir effiziente Sirahlungsquellen eignen sich insbe- 
sondere Halbleitermateriatien auf der Basis von GaAs, GaP 
und GaN wie beispielsweise GaALAs, InGaAs, InGaALAs, 
InGaAlP, GaN, GaAIN, InGaN und InGaAlN. 
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[0054] Das Gehause des Bauelements entspricht im we- 
sentlichen dem in Fig. 2 beziehungsweise 3 dargestellten 
Gehause. Im Unterschied hierzu weist das therraische An- 
schluBteil 4 eine den Chip 5 umgebende Reflektorwanne 16 
auf. Deren Reflektorflachen gehen im wesentlichen nahtlos 5 
in die Seitenftachen 9 des Strahlungsaustrittsfensters 8 iiber, 
so daB ein Gesamtrefiektor entsteht, der sich aus einem von 
dem thermischen AnschluBteil 4 gebildeten Teilbereich und 
einem von den Seitenftachen 9 des Strahlungsaustrittsfen- 
sters 8 gebildeten Teilbereich zusammensetzt. 10 
[0055] Weiterhin ist das Strahlungsaustrittsfenster 8 in der 
Langsrichtung des Bauelements etwas erweitert und umfaBt 
einen BonddrahtanschluBbereich 10 auf dem nicht mit dem 
thermischen AnschluBteil verbundenen elektrischen An- 
schluBteil 12b des Leiterrahmens 2. Von diesem Bonddraht- 15 
anschluBbereich 10 ist eine Drahtverbindung 17 zu einer auf 
dem Chip 5 aufgebrachten Kontaktflache gefuhrt. 
[0056] Der BonddrahtanschluBbereich 10 ist hohenver- 
setzt zum abstrahlungsseitigen Rand der Reflektorwanne 16 
des thermischen AnschluBteils angeordnet. Dies ermoglicht 20 
eine kurze und damit mechnisch stabile Drahtverbindung 
zwischen Chip 5 und BonddrahtanschluBbereich 10, da letz- 
terer nahe an den Chip 5 herangefuhrt werden kann. Weiter- 
hin wird dadurch die Hohe des entstehenden Drahtbogens 
gering gehalten und so die Gefahr eines Kurzschlusses, der 25 
beispielsweise bei einer Abdeckung des Chips mit einem 
VerguB durch seitliches Umklappen der Drahtverbindung 
auf das thennische AnschluBteil entstehen kbnnte, reduziert. 
[0057] In Fig. 5 ist der Querschnitt eines weiteren Ausfuh- 
rungsbeispieis eines erfindungsgemaBen Bauelements dar- 30 
gestellt. Der Schnittverlauf entspricht der in Fig. 4 einge- 
zeichneten Linie A- A. 

[0058] Wie bei dem in Fig. 3 gezeigten Ausfuhrungsbei- 
spiel ist das thermische AnschluBteil auf der Montageseite 
fur den Chip 5 mittig eingesenkt, so dass eine Refiektor- 35 
wanne 16 fiir die von dem Chip 5 erzeugte Strahlung ent- 
steht, an die sich die Reflektorseitenwande 9 des Strahlungs- 
austrittsfensters 8 anschlieBen. 

[0059] Im Unterschied zu dem vorigen Ausfuhrungsbei- 
spiel weist der so gebildete Gesamtreflektor 15 an der Uber- 40 
gangsstelle zwischen den Teilreflektoren 9,16 einen Knick 
auf. Durch diese Formgebung wird eine verbesserte Anna- 
herung des Gesamtreflektors 15 an ein Rotationsparaboloid 
und somit eine vorteilhafte Abstrahlcharakteristik erreicht. 
Das vom Chip in einem steileren Winkel zur Bodenflache 45 
der Wanne abgestrahlte Licht wird starker zur Hauptab- 
strahlrichtung 27 des Bauelements hin umgelenkt. 
[0060] Zum Schutz des Chips ist das Strahlungsaustritts- 
fenster 8 mit. einem VerguB 14, beispielsweise ein Reakti- 
onsharz wie Epoxidharz oder Acrylharz, gefullt. Zur Biinde- 50 
lung der erzeugten Strahlung kann der VerguB 14 nach Art 
einer Linse mit einer leicht gewblbten Oberflache 18 ge- 
formt sein. 

[0061] Um eine mechanisch stabile Verbindung von Ver- 
guB 14, Gehausegrundkorper 1 und Leiterrahmen 2 zu erzie- 55 
len, ist es vorteilhaft, die Hohe A der Reflektorwanne 16 des 
thermischen AnschluBteils geringer als die doppelte Hohe H 
des Chips 5 zu wahlen. Die Hohe B des gesamten von dem 
thermischen AnschluBteil 4 und dem Gehausegrundkorper 1 
gebildeten Reflektors 15 scllre kleiner als die vierfache 60 
Hohe H des Chips 5 sein. SchlieBlich ist es vorteilhaft, das 
Strahlungsaustrittsfenster 8 so zu fornien, daB fur das Volu- 
men V des Vergussen die obengenannte Relation 

V < q . H 65 

erfullt ist, wobei q etwa 7 mm 2 betragt. Durch E'rftillung die- 
ser MaBsaben wird die mechanische Stabilitat und damit die 



889 A 1 

8 

Belastbarkeit und Lebensdauer des Bauelements vorteilhaft 
erhoht. Die Verankerung des thermischen AnschluBteils 4 
mittels der Vorspriinge 19 in dem Gehausegrundkorper 1 
tragt ebenfalls hierzu bei. 

[0062] Zur Herstellung eines solchen Bauelements wird 
zunachst fur den Leiterrahmen 2 ein Tragerteil, das bei- 
spielsweise aus einem Tragerband ausgestanzt wird, mit ei- 
ner Offnung bereitgesteilt. Nachfolgend wird das thermi- 
sche AnschluBteil 4 in die Offnung des Tragerteils einge- 
setzt und mit dem Tragerteil verquetscht. 
[0063] Im nachsten Schritt wird auf dem thermischen An- 
schluBteil 4 der strahlungsemittierende Chip 5 aufgebracht, 
beispielsweise aufgelotet oder aufgeklebt. Zur Ausbildung 
des Gehausegrundkorpers 1 wird der aus dem Tragerteil und 
dem thermischen AnschluBteil 4 gebildete Leiterrahmen 2 
mit dem vormontierten Chip 5 von einer Fonnmasse um- 
hullt, wobei der den Chip 5 umgebende Bereich sowie der 
BonddrahtanschluBbereich 10 ausgespart wird. Dies kann 
beispielsweise in einem SpritzguB- oder SpritzpreBverfah- 
ren erfolgen. Von dem BonddrahtanschluBbereich 10 wird 
abschlieBend eine Drahtverbindung 17 zu einer Kontaktfla- 
che des Chips 5 gefuhrt. 

[0064] Alternativ kann nach der Verbindung von Trager- 
teil und thermischem AnschluBteil 4 der so gebildete Leiter- 
rahmen 2 zuerst von der Formmasse umhullt und der Chip 5 
danach auf dem ChipanschluBbereich 11 befestigt, vorzugs- 
weise aufgeklebt, und kontaktiert werden. 
[0065] Die Erlauterung der Erfindung anhand der be- 
schriebenen Ausfuhrungsbeispiele stellt selbstverstandlich 
keine Einschrankung der Erfindung auf dieses Ausfuhrungs- 
beispiel dar. Weitergehend konnen erfindungsgemaBe Lei- 
terrahmen und Gehause auch fiir andere Bauelemente, die 
eine effiziente Warmeableitung erfordern, bzw. als Chip 
auch anderweitige Halbleiterkorper verwendet werden. 
[0066] Das oben beschriebene Verfahren, umfassend die 
Schritte Bereitstellen eines Leiterrahmens und Aufbringen 
des Chip, vorzugsweise durch Aufloten, vor einer Umhul- 
lung des Leiterrahmens mit einer Formmasse, wobei die 
Umgebung des Chips ausgespart bleibt, ist auch auf andere 
Gehausebauformen ohne thermisches AnschluBteil iiber- 
Lragbar und stellt fur sich schon eine Erfindung dar. 
[0067] Die Vorteile dieses Verfahrens bestehen insbeson- 
dere darin, daB die Befestigung des Chips weitgehend unab- 
hangig von den Eigenschaften der Formmasse optimiert 
werden kann. Ein LbtprozeB kann beispielsweise in einem 
erweiterten Temperaturbereich stattfinden. Dabei konnen 
Lote, vorzugsweise mit einer Schmelztemperatur iiber 
260°C wie beispielsweise Hartlote, verwendet werden, die 
eine Verbindung mit sehr geringem Warrnewiderstand zwi- 
schen Chip und Leiterrahmen ausbilden. Weiterhin wird da- 
mit die Gefahr verringert, daB sich beim Aufloten eines ent- 
sprechenden Bauelements auf eine Leiterplatte der Chip ab- 
lbsen kbnnte. 

Patentanspruche 

1. Leiterrahmen (2) fur ein strahlung semittierendes 
Bauelement, vorzugsweise ein Lichtemissionsdioden- 
bauelement, mit mindestens einem Chipmontagebe- 
reich (11), mindestens einem DrahtanschluBbereich 
(10) und mindestens einem extemen elektrischen An- 
schluBstreifen (3a, b), dadurch. gekennzeichnet, daB 
ein Tragerteil vorgesehen ist, das den DrahtanschluB- 
bereich (10) und den AnschluBstreifen (3a, b) aufweist 
und in das ein separat gcfertigtes thermisches . An- 
schluBteil (4) eingeknupft ist, das den Chipmontagebe- 
reich (11) aufweist. 

2. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 1, dadurch ge- 
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kennzeichnet, daB das Tragerteii eine Klanimer oder 
Ose aufweist, in die das thermische AnschluBteil (4) 
eingekniipft ist. 

3. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB zwischen dern thermischen An- 5 
schluBteil (4) und dem Tragerteii eine Quetsch-, Niet- 
oder Lotverbindung vorgesehen ist. 

4. Leiterrahmen (2) nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB das thermische An- 
schluBteil (4) eine Reflektorwanne (16) aufweist, die io 
den Chipmontagebereich (11) umfaBt. 

5. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der DrahtanschluBbereich (10) ge- 
genuber dem Chipmontagebereich (11) von diesem aus 
gesehen erhoht angeordnet ist. 15 

6. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der DrahtanschluBbereich (10) vom 
Chipmontagebereich (11) gesehen iiber dem Rand der 
Reflektorwanne (16) angeordnet ist. 

7. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 4, 5 oder 6, da- 20 
durch gekennzeichnet, daB die Hone (A) der Reflektor- 
wanne (16) die zweifache Hone (H) eines zur Montage 
auf den Chipmontagebereich (11) vorgesehenen Chips 
(5) nicht ubersteigt. 

8. Leiterrahmen (2) nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 25 — 
dadurch gekennzeichnet, daB das thermische An- 
schluBteil (4) Cu, Al, Mo, Fe, Ni oder Wo enthalt. 

9. Leiterrahmen (2) nach einem der Anspriiche 1 bis 8, 
dadurch. gekennzeichnet, daB der Chipmontagebereich 
(11) mit einer Oberflachenvergiitung zur Verbesserung 30 
der Chipmontage versehen ist. 

10. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 9, dadurch. ge- 
kennzeichnet, daB die Oberflachenvergiitung fur die 
Chipmontage eine Ag- oder Au-Beschichtung umfaBt. 

11. Leiterrahmen (2) nach einem der Anspriiche 1 bis 35 

10, dadurch. gekennzeichnet, daB der Leiterrahmen (2) 
Cu oder Fe enthalt. 

12. Leiterrahmen (2) nach einem der Anspriiche 1 bis 

11, dadurch gekennzeichnet, daB der externe eiektri- 
sche AnschluBstreifen (3a, b) eine OberflachenvergU- 40 
tung zur Verbesserung der Bauelement-Montageeigen- 
schaften aufweist. 

13. Leiterrahmen (2) nach Anspruch 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Oberflachenvergutung zur Ver- 
besserung der Bauelement-Montageeigenschaften eine 45 
Ag-, Au-, Sn- oder Zn-Beschichtung umfaBt. 

14. Gehause fur strahlungsemittierende Bauelemente, 
vorzugsweise Lichtemissionsdioden, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es einen Leiterrahmen (2) nach einem der 
Anspriiche 1 bis 13 enthalt. 50 

15. Gehause nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Gehause (1) einen Gehausegrundkorper 
(1) aufweist, der aus einer Formmasse gebildet ist und 
in den der Leiterrahmen (2) derart eingebettet ist, daB 
der elektrische AnschluBstreifen (3a, b) aus dem Ge- 55 
hausegrundkorper herausgefuhrt ist und eine thermi- 
sche AnschluBflache des thermischen AnschluBteiles 
(4) von auBen thermisch anschlieBbar ist. 

16. Gehause nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Gehausegrundkorper (1) ein 60 
Strahlungsaustrittsfenster (8) aufweist und das thermi- 
sche AnschluBteil (4) derart in den Gehausegrundkor- 
per eingebettet ist, daB der Chipmontagebereich (11) 
irn Strahlungsaustrittsfenster (8) angeordnet ist. 

17. Gehause nach Anspruch 16, dadurch gekennzeich- 65 
net, daB die Seitenwande (9) des Strahlungsaustritts- 
fensters (8) als Reflektorflachen geformt sind. 

18. Gehause -nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich- 
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net, daB das thermische AnschluBteil (4) eine Reflek- 
torwanne (16) aufweist, die einen ersten Teilbereich ei- 
nes Reflektors (15) bildet, der in einen zweiten, von 
den Seitenwanden (9) des Strahlungsaustrittsfensters 
(8) gebildeten Teilbereich des Reflektors (15) iibergeht. 

19. Gehause nach Anspruch 18, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Gesamthohe (B) des Reflektors (15) die 
vierfache Hone (H) eines zur Montage auf den Chip- 
montagebereich (ll)vorgesehenen Chips (5) nicht 
ubersteigt. 

20. Gehause nach Anspruch 18 oder 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB Reflektorwande der Reflektorwanne 
(16) und die Reflektorflachen des Strahlungsaustritts- 
fensters (8) unterschiedliche Winkel mit der Hauptab- 
strahlungsrichtung (27) des Bauelements einschlieBen. 

21. Gehause nach Anspruch 20, dadurch. gekenn- 
zeichnet, daB der von den Reflektorwanden der Reflek- 
torwanne (16) mit der Hauptabstrahlungsrichtung (27) 
eingeschlossene Winkel groBer ist als der Winkel, der 
von den Reflektorflachen des Strahlungsaustrittsfen- 
sters mit der Hauptabstrahlungsrichtung (27) einge- 
schiossen ist. 

22. Gehause nach einem der Anspriiche 14 bis 21, da- 
durch gekennzeichnet, daB es oberflacheninontierbar 
ist. 

23. Strahlungsemittierendes Bauelement mit einem 
strahlungsemittierenden Chip (5), dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es einen Leiterrahmen (2) nach einem der 
Anspriiche 1 bis 13 oder ein Gehause nach einem der 
Anspriiche 14 bis 22 aufweist. 

24. Strahlungsemittierendes Bauelement nach An- 
spruch 23, dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (5) 
ein Halbleiterchip ist. 

25. Strahlungsemittierendes Bauelement nach An- 
spruch 23 oder 24, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Chip (5) zumindest teilweise mit einer strahlungs- 
durchlassigen Masse (14), insbesondere einer Kunst- 
stoffmasse, wie ein GieBharz oder eine Pressmasse um- 
hullt ist. 

26. Strahlungsemittierendes Bauelement nach An- 
spruch 25, dadurch gekennzeichnet, daB die Kunst- 
stoffmasse ein Epoxidharz, ein Acrylharz, ein Silicon- 
harz oder eine Mischung dieser Harze enthalt. 

27. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement 
nach Anspruch 25 oder 26, dadurch. gekennzeichnet, 
daB fiir das Volumen (V) der strahlungsdurchlassigen 
Masse (14) gilt: 

V < q • H, 

wobei H die Hone des Chips (5) und q ein Skalierungs- 
faktor ist, dessen Wert kleiner als 10 mm 2 ist und vor- 
zugsweise 7 mm 2 betragt. 

28. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement 
nach einem der Anspriiche 23 bis 27, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Chip (5) auf dem Chipmontagebe- 
reich (11) des thermischen AnschluBteils (4) befestigt 
ist. 

29. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement 
nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Chip (5) auf den Chipmontagebereich (11) aufgeklebt 
oder aufgelotet ist. 

30. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement 
nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Chip (5) mittels eines Hartlots auf dem Chipmontage- 
bereich (11) befestigt ist. 

31. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement 
nach Anspruch 30, dadurch. gekennzeichnet, daB die 
Schrnelzternperatur des Hartlots groBer als 260°C ist. 

32. Strahlungsemittierendes Halbleitcr-bauelenient 
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nach einem der Anspruche 23 bis 31, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Chip (5) mit dem DrahtanschiuBbe- 
reich (10) mittels einer Drahtverbindung (17) elek- 
trisch leitend verbunden ist. 

33. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauele- 5 
ments nach einem der Anspruche 23 bis 32, gekenn- 
zeichnet durch die Schritte 

- Bereitstellen eines Tragerteils, 

- Einkniipfen eines einen Chipmontagebereich 
(11) aufweisenden thermischen AnschluBteils (4) 10 
in das Tragerteil, 

- Aufbringen eines strahlungsemittierenden 
Chips (5) auf den Chipmontagebereich (11), 

- Einbetten des Tragerteiles (2) und des thermi- 
sche AnschluBteils (4) in eine Gehauseform- 15 
masse. 

34. Verfahren nach Anspruch 33, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das thermische AnschluBteil (4) durch 
Vernieten, Verquetschen oder Verloten mit dem Trager- 
teil verbunden wird. 20 

35. Verfahren nach Anspruch 33 oder 34, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Chip (5) vor dem Einbetten des 
Tragerteils und des thermische AnschluBteils (4) in die 
Gehauseformmasse auf den Chipmontagebereich (11) 
aufgebracht wird. 25 

36. Verfahren nach einem der Anspruche 33 bis 35, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der Chip (5) auf den 
Chipmontagebereich (11) aufgelotet wird, wobei die 
Lottemperatur groBer als 260°C ist. 

37. Verfahren nach einem der Anspruche 33 bis 36, 30 
dadurch gekennzeichnet, daB der Chip (5) mittels eines 
Hartlots auf dem Chipmontagebereich (11) befestigt 
wird. 

38. Verfahren nach einem der Anspruche 33 bis 37, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Einbetten des Trager- 35 
teils (2) und des thermische AnschluBteils (4) in eine 
Gehauseformmasse mittels eines SpritzguB- oder 
SpritzpreBverfahrens erfolgt. 
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